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【はじめに】アセトンクラスターイオンビームが Si 基板に対して高いスパッタ率を示すこ

とを報告した[1]。水、エタノール、アセトン等多原子分子材料を用いて生成した多原子分

子クラスターイオンビームを固体表面に照射すると、表面平坦化効果や高スパッタ率等ク

ラスターイオンビーム特有の照射効果に加え、多原子分子中の官能基による化学反応の寄

与が期待される。今回は、多原子分子クラスターイオンビームの一種であるアセトンクラ

スターイオンビームを Si基板に照射し、そ

の照射効果について調べた。 

【実験条件】蒸気圧 0.3 MPa のアセトンを

超音速ノズルを通して真空中に噴射し、ア

セトンクラスターを生成した。生成したア

セトンクラスターを電子衝撃法によりイオ

ン化し、9 kV の加速電圧で加速し、Si基板

に照射した。その際、減速電界法を用いて

モノマー及びクラスターサイズ 100 分子以

下のアセトンクラスターを除去した。照射

した Si基板表面を、X 線光電子分光法(XPS)

を用いて分析した。 

【結果】図 1に XPS により測定した Si基板

表面の Si2pスペクトルを示す。(a)はアセト

ンクラスターイオンビーム、(b)はエタノー

ルクラスターイオンビームを照射した場合

のスペクトルである。ドーズ量は 1×10
15

 

ions/cm
2とした。アセトンクラスターイオン

ビームを Si基板に照射した際の酸化層の形

成能力は、エタノールクラスターイオンビ

ームと比較して大きいことが分かった。 

 

[1] 角元等、第 73回応用物理学会関係連合講演予稿集、愛媛、Sep. 2012 
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図 1:アセトン及びエタノールクラスターイ

オンビームを照射した Si 基板表面の

Si2pXPSスペクトル 
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